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которого соответствует структуре подложки – 6Н-SiC. Показана возможность
низкотемпературного эпитаксиального роста нанокристаллической пленки
SiC на подложке 6Н-SiC
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Одним з перспективних напрямків удосконалення напівпровідникових
приладів є комп’ютерне моделювання електронних процесів, котрі обумов-
люють їхнє функціонування, в залежності від особливостей конструктивно-
технологічного рішення (КТР) приладів і діючих зовнішніх факторів. Це без-
посередньо стосується, наприклад, монокристалічних кремнієвих фотоелект-
ричних перетворювачів (Si-ФЕП), ефективність роботи яких суттєво зале-
жить від якості базових кристалів (БК) після виготовлення, зберігання і в
процесі експлуатації Si-ФЕП. Тому комп’ютерне моделювання впливу влас-
них точкових дефектів, різноманітних домішок і їхніх комплексів на ефекти-
вний час життя τn,p неосновних носіїв заряду у БК Si-ФЕП є необхідним і ва-
жливим кроком для визначення ключових чинників рівня якості таких при-
ладів на усіх етапах їхнього існування та шляхів подальшого вдосконалення
КТР з метою підвищення ККД Si-ФЕП. Викладені аргументи зумовили акту-
альність досліджень, узагальнені результати яких стисло наведено нижче.

Створено електронну модель пластин p-типу провідності, вирізаних з
вирощених методом Чохральського монокристалічних зливків кремнію мар-
ки КДБ-10, яка передбачає можливість існування у їхньому об’ємі вакансій
V, дівакансій V2, тривакансій V3; домішкових вузельних атомів бору В, фос-
фору Р, арсену As; домішкових міжвузельних атомів бору Ві, вуглецю Сі,
хрому Crі, титану Тіі, цинку Znі, золота Auі, молібдену Моі, заліза Feі, кисню
Оі та найбільш поширених комплексів деяких з цих дефектів: V-Р, V-2As, Ti-
Ti, Zn-Zn, V2-Oі, Cr-B, Fe-B, Fe-Al, Вi-Оi, Ci-Oi.

При використанні створеної електронної моделі розраховано залежності
τn від концентрації N дефектів вакансійного типу: V, V2, V3; шкідливих домі-
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шок: Crі, Тіі, Znі, Auі, Moі, Feі; Ві, Сі, Оі і перелічених вище комплексів точко-
вих дефектів. На основі результатів цих розрахунків побудовано залежності
τn від N, а для випадків одночасної присутності у кристалі кремнію двох різ-
них типів з перелічених вище дефектів побудовано діаграми залежності τn від
значень N для кожного з цих типів. Побудовані залежності та висновки розг-
лянуто у доповіді.

На підставі усіх отриманих результатів порівняно вплив різних ансамб-
лів точкових дефектів на початкове значення τn і обговорено можливі зміни τn
в залежності від характеру еволюційних перетворень у таких ансамблях.
Проаналізовано вплив зазначеного на ефективність роботи Si-ФЕП з БК кре-
мнію марки КДБ-10 і зпрогнозовано тенденцію його кількісної відмінності у
випадку використання БК кремнію марки КДБ-2.
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Наилучшим методом для исследования шероховатости границы раздела
является метод рентгеновского диффузного рассеяния. Это неразрушающий
и довольно точный метод.

Моделирование кривых диффузного рассеяния удобно проводить при
помощи программы IMD, разработанной Д. Виндтом, написанной для син-
хротронных источников. Целью данной работы было адаптирование методи-
ки съемки и моделирования спектров рентгеновского диффузного рассеяния
(РДР) по теории Борновского рассеяния искаженных волн на пленочных
многослойных системах для дифрактоиетра типа ДРОН, отработка данной
методики на модельных несмешиваемых пленочных системах Cr/Sc и Ni/C с
целью последующего применения ее для смешиваемых систем.

Образцами служили многослойные пленки Cr/Sc (число периодов N=50),
Ni/C (N=10) и Ni/C (N=50), полученные методом магнетронного распыления
на постоянном токе.  Съемка проводилась на рентгеновском дифрактометре
ДРОН3М в излучении Cu-Kα (λ=0.15405 нм). Использовались следующие ме-
тоды съемки: θ/2θ-сканирование с фокусировкой по Брэггу-Брентано с вы-
ходной щелью 0.25 мм, ω-сканирование с выходной щелью 0.5 мм. Модели-
рование кривых зеркального отражения и диффузного рассеяния проводи-
лось в программе IMD.

Методика съемки и моделирования спектров рентгеновского диффузно-
го рассеяния (РДР) была успешно адаптирована для дифрактометров типа
ДРОН. Было проведено исследование методом РДР модельных несмешивае-


